Tiesioginé grafeno/Si(100) heterodariniy sintezé, tyrimas ir taikymas saulés elementams
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Zymiausia 2D nanomedZiaga, grafenas, pasizymi
milZinigkais elektrony ir skyliy judriais (iki 350 000 cm?
V1 s1), krivininky dauginimu, topologinés energijos
juosty inzinerijos ir kvantinés interferencijos galimybe,
lankstumu, skaidrumu, cheminiu inertiSkumu [1]. Tarp
gausybés galimy taikymy grafenas bandomas naudoti ir
jvairiy itin sparéiy elektroniniy prietaisy [1] bei saulés
elementy [2] gamybai.

Paprastai grafenas auginamas cheminio nusodinimo
i8§ gary fazés biidu ant katalizinés (Cu ar Ni) folijos arba
ekstrafolijuojamas [3]. Toliau vykdomas ilgas grafeno
pernesimo ant puslaidininkio ar dielektriko pavirSiaus
procesas [3]. Tuo metu grafenas gali buti uZterStas
jvairiais adsorbatais, jame atsiranda raukslés [4]. Kitaip
tariant, tai komplikuota technologija, gerokai
apsunkinant grafeno/puslaidininkio (dielektriko) tarpinio
kontakto savybiy kontrole ir galimybe pagaminti
reikiamy darbiniy charakteristiky  puslaidininkinj
prictaisa. Be to, §i technologija nesuderinama su
puslaidininkiniy prietaisy gamybos technologine seka.

Neseniai parodyta, kad grafeno sluoksnj galima
tiesiogiai uzauginti ant dielektriniy arba puslaidininkiniy
pagrindy, naudojant plazma aktyvuota cheminj
nusodinimg i§ gary fazés [5-7]. Taciau kol kas Sios
technologijos yra uzuomazgoje.

Siame darbe grafeno sluoksniai buvo tiesiogiai
sintezuoti dviem budais ant Si(100) pagrindy,
nenaudojant jokiy kataliziniy medziagy. Pirmasis
naudotas buidas buvo mikrobange plazma aktyvuotas
cheminis nusodinimo i§ gary fazés bidu ant
monokristalinio. Antrasis auginimo biuidas buvo fizinio
nusodinimo i§ gary fazés tipo — grafenas sintezuotas
indukcinés plazmos (ICP) pluostelio Saltiniu COPRA.

Grafeno struktiira tirta vieno bangos ilgio (532 nm)
Raman‘o sklaidos spekroskopijos buidu. Grafeno
morfologija tirta atominiy jégy mikroskopijos budu ir
skenuojanciu elektroniu mikroskopu. Buvo pagaminto
tiesiogiai sintezuoto grafeno bei Si(100) Sotkio diodai.
Istirtos $iy diody elektrinés ir fotovoltinés savybes.

Buvo nagrinéjama auginimo salygy (metano ir
vandenilio srauty santykio, slégio, plazmos galios ir
sintezés proceso trukmés) jtaka grafeno struktirai.
Nustatyta, kad keiCiant Siuos technologinius paramnetrus
galima valdyti grafeno sluoksniy skaiciy ir defekty kiekj
grafene. Parodyta, kad naudojant aukStesng sintezés
temperatirg ir plazmos galig auga vertikalus grafenas, o
zemesné sintezés temperatiira bei galia skatina planarinio
grafeno auginimg. Vertikalaus grafeno augimas susietas
su terminiy jtempiy relaksacija.

ICP plazmos pluostelio Saltiniu, naudojant auginima
pro kauke, grafenas tiesiogiai sintezuotas ant parinkty Si

pagrindo viety. KeiCiant auginimo salygas buvo
sintezuotas tiek hidrogenizuotas tiek ir ,,paprastas‘
grafenas.

Istyrus grafeno/Si(100) Sotkio diody voltamperines
charakteristikas pastebéta, kad, priklausomai nuo grafeno
sintezés salygy, gali biti suformuoti tieck kvaziominiai
kontaktai, tick Sotkio kontaktai. Nustatyta, kad grafeno
ir Si(100) Sotkio diody fotovoltinés savybés nepriklauso
nuo grafeno struktiiros. Taciau pastebéta Si(100)
pagrindo pradinio paruoSimo ir grafeno morfologijos
jtaka.
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